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ТРИГГЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕМКОСТИ р~п ПЕРЕХОДА

Рассматривается триггерный режим в нелинейном LC  контуре при 
использовании емкости р-п перехода в качестве управляемой. Даны ос
новные соотношения для выбора параметров схемы. Экспериментально 
подтверждается возможность создания параметрического триггера с ис
пользованием емкости р-п  перехода.

Свойство емкости р-п перехода изменять свою величину под воз
действием приложенного к ней постоянного напряжения может нахо
дить различное применение в радиотехнических устройствах.

Исследования емкости «запертого» р-п перехода, проведенные на 
кафедре теоретических основ радиотехники МАИ, показали, что:

а) величина емкости практически не зависит от температуры при 
изменении последней в широком диапазоне [1];

б) величина емкости практически не меняется при увеличении ча
стоты до 150 мггц;

в) максимальная рабочая часто
та при использовании емкости р-п пе
рехода достаточно высока и, в пер
вую очередь, определяется частотной 
зависимостью дифференциального 
сопротивления гк , которое шунти
рует емкость и определяет ее доб
ротность. Сопротивление г к с ростом 
частоты резко падает (рис. 1).

Однако в конкретных случаях 
применения емкости р-п перехода 

частотный предел определяется свой
ствами схемы. Например, переходы 
диодов ДГ-Ц22...27 и триодов типа 
П 1 и П6 в автогенераторах можно 
применять в качестве управляемой 
реактивности на частотах, превы
шающих 500 мггц.

Использование емкости р-п пе
рехода для усиления [2 , 3] рассмот
рено в литературе.

Ниже рассматривается примене
ние емкости «запертого» р-п пере

хода плоскостных полупроводниковых диодов и триодов в качестве уп
равляемой реактивности для создания триггерных схем.
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Рис. 1. Зависимость обратного сопро
тивления «запертого» р-п перехода 
от частоты при постоянных напряже

ниях смещения.
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